1. Daugiafunkcinis puslaidininkinis įtaisas (DFPĮ) yra sudarytas iš: pirmojo (1) elektroninio (n) laidumo stipriai legiruoto n+– sluoksnio – emiterio (E) ir vidutiniškai stipriai legiruotų antrojo (2) skylinio (p) laidumo p– sluoksnio – bazės, bei trečiojo (3) n– sluoksnio – kolektoriaus (K), sudarančių n+–p–n puslaidininkinį (P) darinį (1–3) su dvejomis p–n sandūromis (1-2) ir (2-3), kuriame p– sluoksnio (2) storis WB < LB – šalutinių krūvininkų – elektronų np difuzijos nuotolis p– sluoksnyje (2), ir kartu WB > dpn [(2-1); (2-3)] o – atitinkamų p–n sandūrų (2-1) ir (2-3) nuskurdintų sričių p– sluoksnyje (2) neutralūs storiai, kai p–n sandūras (2-1) ir (2-3) neveikia įtampos Upn [(2-1); (2-3)] = 0, ir sluoksniai (1)–(3) turi atitinkamus ominius kontaktus-išvadus: (1.1) – emiterio (E), (2.1) – bazės (B1) ir (3.1) – kolektoriaus (K), sudarančių dvipolio tranzistoriaus (DT) darinį,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad pirmajame variante p– sluoksnis (2) turi du kontaktus-išvadus B1 (2.1) ir B2 (2.2), kurie yra sudaryti p– sluoksnio (2) priešinguose kraštuose, neturinčiose sąlyčio su n+– ir n– sluoksniais (1) ir (3), ant n– sluoksnio (3) – K, kartu ir ištaka (S), yra suformuotas ketvirtasis (4) p– sluoksnis – kanalas, kurio paviršiuje priešinguose kraštuose yra suformuotos dvi vienodos penktoji (5) ir šeštoji (6) n+– sritys – santakos (D(1; 2)) su atitinkamais kontaktais-išvadais D1 (5.1) ir D2 (6.1), ir n+– sritys (5; 6) yra nutolusios viena nuo kitos atstumu l1 > dpn [(4-5); (4-6)] max – atitinkamų p–n sandūrų (4-5) ir (4-6) nuskurdintų sričių p– sluoksnyje (2) maksimalūs storiai, kai p–n sandūras (4-5) ir (4-6) atgaline kryptimi veikia elektrinio pramušimo įtampos |–Upn [(4-5); (4-6)]| ≥ Upn [(4-5); (4-6)] max, ir kartu n+– sritys (5; 6) yra nutolusios nuo n– sluoksnio (3) atstumu l2 > dpn [(4-(5; 6); (4-3)] max – atitinkamų p–n sandūrų (4-(5; 6)) ir (4-3) nuskurdintų sričių p– sluoksnyje (2) maksimalūs storiai, kai p–n sandūras (4-(5; 6)) ir (4-3) atgaline kryptimi veikia elektrinio pramušimo įtampos |–Upn [(4-(5; 6)), (4-3)]| ≥ Upn [(4-(5; 6)), (4-3)] max, ir n– sluoksnio (3) storis l3 > dpn [(3-4), (3-2)] max – atitinkamų p–n sandūrų (3-4) ir (3-2) nuskurdintų sričių n– sluoksnyje (3) maksimalūs storiai, kai p–n sandūras (3-4) ir (3-2) atgaline kryptimi veikia elektrinio pramušimo įtampos |–Upn [(3-4); (3-2)]| ≥ Upn [(3-4); (3-2)] max, ant p– sluoksnio (4) – kanalo paviršių, esančių tarp n– sluoksnio (3) ir atitinkamų n+– sričių (5) ir (6) yra suformuoti atitinkami dielektriniai (D) sluoksniai (7.1) ir (7.2), ir ant jų paviršių yra suformuoti atitinkami metalo (M) sluoksniai (8.1) ir (8.2), sudarantys lauko (vienpolių) tranzistorių (VT(1; 2)) MDP (MOP) užtūrų (G(1; 2)) atitinkamus kontaktus-išvadus G1 (8.1) ir G2 (8.2), ir taip yra suformuoti atitinkami MOP (MDP) VT(1; 2) dariniai su ,,normaliai uždarytais“ – indukuotais n i – kanalais, čia: O – oksidas. 

2. DFPĮ pagal punktą 1,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad antrajame variante p– sluoksnio (4) – kanalo paviršiuose po atitinkamomis MOP (MDP) užtūromis G(1; 2) (8.1; 8.2) tarp n– sluoksnio (3) ir atitinkamų n+– sričių (5) ir (6) yra suformuotos atitinkamų įterptų kanalų n– sritys (9.1) ir (9.2), kurios elektriškai sujungia n– sluoksnį (3) su atitinkamomis n+– sritimis (5) ir (6), ir taip yra suformuoti atitinkami MOP (MDP) VT(1; 2) dariniai su ,,normaliai atidarytais“ – įterptais n– kanalais. 

3. DFPĮ pagal punktus 1 ir 2,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad trečiajame ir ketvirtajame variantuose p– sluoksnio (2) – bazės (B) storis WB > LB ir kartu yra tenkinamos sąlygos: 
dpn [(2-1); (2-3)] o < WB < dpn [(2-1); (2-3)] max – atitinkamų p–n sandūrų (2-1) ir (2-3) nuskurdintų sričių p– sluoksnyje (2) neutralūs ir maksimalūs storiai, kai p–n sandūras (2-1) ir (2-3) neveikia ir atgaline kryptimi veikia elektrinio pramušimo įtampos |–Upn [(2-1); (2-3)]| ≥ Upn [(2-1); (2-3)] max, ir taip yra suformuotas puslaidininkinio tetrodo (PT) darinys. 

4. DFPĮ pagal punktus 1–3,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad DFPĮ yra padarytas ,,horizontalios“ konstrukcijos planarinės (paviršinės) technologijos būdu, pavyzdžiui, ant dielektrinio šilumai laidaus padėklo (10) yra suformuotas stačiakampio formos dep storio, D pločio ir L ilgio epitaksinis p– sluoksnis 2, kurio viename krašte D per visą storį dep yra suformuota stačiakampė n+– sritys (1) su kontaktu-išvadu E (1.1), o kitame krašte D simetriškai priešais n+– sritį (1) atstumu (WB + l3 + l2) per visą storį dep atstumu l1 viena nuo kitos yra suformuotos vienodos dvi stačiakampės n+– sritys (5) ir (6) su atitinkamais kontaktais-išvadais D1 (5.1) ir D2 (6.1), ir n+– sričių (1), (5) ir (6) kraštinės yra lygiagrečios L ir D kraštinėms, kraštinės L krytimi atstumu WB nuo n+– srities (1) per visą storį dep yra suformuota l3 pločio ir D ilgio stačiakampė n– sritis (3), kurios kraštinės l3 ir D yra atitinkamai lygiagrečios kraštinėms L ir D, tarp n+– srities (1) ir n– sritis (3) suformuotos WB pločio p– srities (2) priešinguose galuose šalia kraštinių L yra suformuotos atitinkamos vienodos stačiakampės p+– sritys (2.1) ir (2.2) su atitinkamais kontaktais-išvadais B1 (2.1) ir B2 (2.2), išilgai kraštinės D priešinguose n+– srities (1) galuose per visą storį dep yra suformuotos atitinkamos izoliacinės n– sritys (11) ir (12), užimančios visą atstumą nuo n+– srities (1) atitinkamo galo iki atitinkamos kraštinės L, tarp n– srities (3) ir n+– sričių (5), bei (6), suformuotos l2 pločio p– srities (4) paviršiuje yra suformuotas dielektrinis sluoksnis (7) ir ant šio paviršiaus per visą plotį l2 priešais atitinkamą n+– sritį (5), bei (6), yra suformuoti atitinkami metalo (M) sluoksniai (8.1) ir (8.2), sudarantys atitinkamų užtūrų G(1; 2) kontaktus-išvadus (8.1) ir (8.2), o kitame DFPĮ variante p– srities (4) paviršiuje po atitinkamu M sluoksniu (8.1) ir (8.2) yra suformuotos atitinkamos n– sritys (9.1), bei (9.2), kurios elektriškai sujungia n– sluoksnį (3) su atitinkamomis n+– sritimis (5) ir (6). 

5. DFPĮ pagal punktus 1–3,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad DFPĮ yra padarytas ,,vertikalios“ konstrukcijos planarinės (paviršinės) technologijos būdu, pavyzdžiui, ant n+– laidumo puslaidininkinio kristalo (1) – įtaiso padėklo paviršiaus suformuoto p– laidumo epitaksinio dep storio sluoksnio (2) paviršiaus simetriškai per vidurį yra suformuota stačiakampė n– sritis (3), kurios įterpimo į epitaksinį p– sluoksnį 2 gylis h3 = dep – WB, ir ilgoji kraštinė L3 > D3 – plotis, simetriškai per vidurį stačiakampėje n– srityje (3) yra suformuota stačiakampė p– sritis (4), kurios įterpimo į epitaksinį p– sluoksnį 2 gylis h4 = h3 – l3, ir kraštinės L4 < L3 ir D4 < D3 yra atitinkamai lygiagrečios kraštinėms L3 ir D3, simetriškai per vidurį stačiakampėje p– srityje (4) atstumu l1 viena nuo kitos yra suformuotos dvi vienodos stačiakampės n+– sritys (5) ir (6), kurių įterpimo į epitaksinį p– sluoksnį 2 gyliai h(5; 6) < h4, ir atitinkamos kraštinės L(5; 6) < L4, bei D(5; 6) < D4, yra atitinkamai lygiagrečios kraštinėms L4 ir D4, o n+– sričių (5) ir (6) paviršiuose yra suformuoti atitinkami santakų D(1; 2) ominiai kontaktai-išvadai (5.1) ir (6.1), tarp n– srities (3) ir n+– sričių (5), bei (6), suformuotos l2 pločio p– srities (4) paviršiuje yra suformuoti dielektriniai sluoksniai (7.1) ir (7.2), ir ant jų paviršių per visą plotį l2 priešais atitinkamą n+– sritį (5), bei (6), yra suformuoti atitinkami metalo (M) sluoksniai (8.1) ir (8.2), sudarantys atitinkamų izoliuotų užtūrų G(1; 2) kontaktus-išvadus (8.1) ir (8.2), o kitame DFPĮ variante p– srities (4) paviršiuje po atitinkamu M sluoksniu (8.1) ir (8.2) yra suformuotos atitinkamos n– sritys (9.1), bei (9.2), kurios elektriškai sujungia n– sluoksnį (3) su atitinkamomis n+– sritimis (5) ir (6), epitaksinio p– sluoksnio (2) paviršiuje priešinguose n– srities (3) pusėse šalia D3 kraštinių yra suformuotos p+– sritys (2.1) ir (2.2) su atitinkamais kontaktais-išvadais B(1; 2), ant n+– kristalo (1) laisvojo paviršiaus yra suformuotas kontaktas-išvadas E (1.1), arba kitame variante epitaksinio p– sluoksnio (2) paviršiuje priešinguose n– srities (3) pusėse šalia L3 kraštinių per visą storį dep yra suformuotos n+– sritys (1.11) ir (1.12) su atitinkamais kontaktais-išvadais E(1; 2). 

6. DFPĮ pagal punktą 4,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad yra suformuoti MOP (MDP) VT(1–N) dariniai su ,,normaliai atidarytais“ arba ,,normaliai uždarytais“ n– kanalais, kai sveiki skaičiai N ≥ 3, ir atitinkamų santakų D(1–N) atitinkamos vienodos stačiakampės n+– sritys (5(1–N)) su atitinkamais kontaktais-išvadais (6(1–N)) atstumu l1 viena nuo kitos yra suformuotos p– sluoksnyje (2) per visą storį dep ir simetriškai priešais n+– sritį (1) atstumu (WB + l3 + l2) iki jos, o n+– sričių (5(1–N)) kraštinės yra lygiagrečios L ir D kraštinėms. 

7. DFPĮ pagal punktą 5,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad p– sluoksnyje (2) gylyje h5 < h4 yra suformuotos MOP (MDP) VT(1–N ) darinių atitinkamų santakų D(1–N) atitinkamos vienodos stačiakampės n+– sritys (5(1–N )) su atitinkamais kontaktais-išvadais (6(1–N )), kurios yra išdėstytos atstumu l1 viena nuo kitos simetriškai poromis (51)-(5(N/2 + 1)), (52)-(5(N/2 + 2)), ... , (5N/2)-(5N), ir atstumu l2 iki šalia esančių n– srities (3) atitinkamų priešpriešinių kraštų p– sluoksnio (2) paviršiuje, ir n+– sričių (5(1–N )) kraštinės yra lygiagrečios L ir D kraštinėms, tarp n– srities (3) ir atitinkamų šalia esančių n+– sričių (5(1–N )) suformuotos l2 pločio p– srities (4) paviršiuje yra suformuoti atitinkami dielektriniai sluoksniai (7.(1–N )) ir ant jų paviršių per visą plotį l2 priešais atitinkamą n+– sritį (5(1–N )) yra suformuoti atitinkami metalo (M) sluoksniai (8.(1–N )), sudarantys atitinkamų užtūrų G(1–N ) kontaktus-išvadus (8.(1–N )), o kitame DFPĮ variante p– srities (4) paviršiuje po atitinkamu M sluoksniu (8.(1–N )) yra suformuotos atitinkamos n– sritys (9.(1–N )) – kanalai, kurie elektriškai sujungia n– sluoksnį (3) su atitinkamomis n+– sritimis 
(5(1–N )), epitaksinio p– sluoksnio (2) paviršiuje priešinguose n– srities (3) pusėse šalia atitinkamų D3 kraštinių yra suformuotos p+– sritys (2.1) ir (2.2) su atitinkamais kontaktais-išvadais B(1; 2), ant n+– kristalo (1) laisvojo paviršiaus yra suformuotas kontaktas-išvadas E (1.1), arba kitame variante epitaksinio p– sluoksnio (2) paviršiuje priešinguose n– srities (3) pusėse šalia atitinkamų L3 kraštinių per visą storį dep yra suformuotos n+– sritys (1.11) ir (1.12) su atitinkamais kontaktais-išvadais E(1; 2). 

8. Stiprintuvas (diferencinis (skirtuminis))-dažnių ω in (1–3) maišiklis su DFPĮ pagal punktus 1, 4 ir 5, ir su ,,normaliai uždarytų“ n– kanalų MOP (MDP) VT(1; 2) dariniais, turinčiais atitinkamus kontaktus-išvadus: E (1.1), B(1; 2) (2.1; 2.2), G(1; 2) (8,1; 8.2) ir D(1; 2) (5,1; 6.1),  
b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad DT kontaktai-išvadai B(1; 2) per pirmąjį rezistorių R1 yra sujungti su ,,žeme“ () – įtaiso nulinio potencialo šina, ir kartu per antrąjį rezistorių R2 – su maitinimo pastoviosios įtampos Ɛ1 pirmojo šaltinio teigiamo (+) poliškumo gnybtu ,,+“, o neigiamo (–) poliškumo gnybtas ,,–“ – su ,,žeme“, ir kartu per pirmąjį kondensatorių C1 – su pirmuoju įėjimo gnybtu Uin 1, DT kontaktas-išvadas E per pirmąjį apkrovos rezistorių Ra 1 yra sujungtas su ,,žeme“ ir kartu per antrąjį kondensatorių C2 – su pirmuoju išėjimo gnybtu Uiš 1, VT(1; 2) atitinkami kontaktai-išvadai G(1; 2) per atitinkamus trečiąjį ir ketvirtąjį rezistorius R(3; 4) yra sujungti su ,,žeme“, ir kartu per atitinkamus penktąjį ir šeštąjį rezistorius R(5; 6) – su įtampos Ɛ1 šaltinio gnybtu ,,+“, ir kartu per atitinkamus trečiąjį ir ketvirtąjį kondensatorius C(3; 4) – su atitinkamais antruoju ir trečiuoju įėjimų gnybtais Uin (2; 3), VT(1; 2) atitinkami kontaktai-išvadai D(1; 2) per atitinkamus antrąjį ir trečiąjį apkrovų rezistorius Ra (2; 3) yra sujungti su įtampos Ɛ1 šaltinio gnybtu ,,+“, ir kartu per atitinkamus penktąjį ir šeštąjį kondensatorius C(5; 6) – su atitinkamais antruoju ir trečiuoju išėjimų gnybtais Uiš (2; 3). 

9. Stiprintuvas (diferencinis (skirtuminis))-dažnių ω in (1–3) maišiklis su DFPĮ pagal punktus 1, 4 ir 5, ir su ,,normaliai atidarytų“ n– kanalų MOP (MDP) VT(1; 2) dariniais, turinčiais atitinkamus kontaktus-išvadus: E (1.1), B(1; 2) (2.1; 2.2), G(1; 2) (8,1; 8.2) ir D(1; 2) (5,1; 6.1),  
b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad DT kontaktai-išvadai B(1; 2) per R1 yra sujungti su ,,žeme“ ir kartu per R2 – su įtampos Ɛ1 šaltinio gnybtu ,,+“, o gnybtas ,,–“ – su ,,žeme“, ir kartu per C1 – su gnybtu Uin 1, DT kontaktas-išvadas E per Ra 1 yra sujungtas su ,,žeme“ ir kartu per C2 – su gnybtu Uiš 1, VT(1; 2) atitinkami kontaktai-išvadai G(1; 2) per atitinkamus R(3; 4) yra sujungti su ,,žeme“ ir kartu per atitinkamus R(5; 6) – su pastoviosios įtampos Ɛ2 antrojo šaltinio gnybtu ,,–“, o gnybtas ,,+“ – su ,,žeme“, ir kartu per atitinkamus C(3; 4) – su atitinkamais gnybtais Uin (2; 3), VT(1; 2) atitinkami kontaktai-išvadai D(1; 2) per atitinkamus Ra (2; 3) yra sujungti su įtampos Ɛ1 šaltinio gnybtu ,,+“ ir kartu per atitinkamus C(5; 6) – su atitinkamais gnybtais Uiš (2; 3). 

10. Impulsų formuotuvas su DFPĮ pagal punktus 3, 4 ir 5, ir su ,,normaliai uždarytų“ n– kanalų MOP (MDP) VT(1; 2) dariniais, turinčiais atitinkamus kontaktus-išvadus: E (1.1), B(1; 2) (2.1; 2.2), G(1; 2) (8,1; 8.2) ir D(1; 2) (5,1; 6.1),  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad PT kontaktas-išvadas E per Ra 1 yra sujungtas su ,,žeme“ ir kartu per C1 – su gnybtu Uiš 1, ir kartu per atitinkamus C(2; 3) – su atitinkamais kontaktais-išvadais G(1; 2), kurie per atitinkamus R(3; 4) – su ,,žeme“, ir kartu per atitinkamus R(5; 6) – su įtampos Ɛ1 šaltinio gnybtu ,,+“, o gnybtas ,,–“ – su ,,žeme“, PT kontaktai-išvadai B(1; 2) per atitinkamus R(1; 2) yra sujungti su transformatoriaus (Tr) antrinės apvijos (II) išvadais, o Tr pirminės apvijos (I) išvadai – atitinkamai su gnybtu Uin 1 ir su ,,žeme“, VT(1; 2) atitinkami kontaktai-išvadai D(1; 2) per atitinkamus Ra (2; 3) yra sujungti su įtampos Ɛ1 šaltinio gnybtu ,,+“, ir kartu per atitinkamus C(4; 5) – su atitinkamais gnybtais Uiš (2; 3). 

11. Impulsų formuotuvas su DFPĮ pagal punktus 3, 4 ir 5, ir su ,,normaliai atidarytų“ n– kanalų MOP (MDP) VT(1; 2) dariniais, turinčiais atitinkamus kontaktus-išvadus: E (1.1), B(1; 2) (2.1; 2.2), G(1; 2) (8,1; 8.2) ir D(1; 2) (5,1; 6.1),  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad PT kontaktas-išvadas E per Ra 1 yra sujungtas su ,,žeme“ ir kartu per C1 – su gnybtu Uiš 1, ir kartu per atitinkamus C(2; 3) – su atitinkamais kontaktais-išvadais G(1; 2), kurie per atitinkamus R(3; 4) – su ,,žeme“, ir kartu per atitinkamus R(5; 6) – su įtampos Ɛ2 šaltinio gnybtu ,,–“, o gnybtas ,,+“ – su ,,žeme“, PT kontaktai-išvadai B(1; 2) per atitinkamus R(1; 2) yra sujungti su Tr apvijos (II) išvadais, o Tr apvijos (I) išvadai – atitinkamai su gnybtu Uin 1 ir su ,,žeme“, VT(1; 2) atitinkami kontaktai-išvadai D(1; 2) per atitinkamus Ra (2; 3) yra sujungti su įtampos Ɛ1 šaltinio gnybtu ,,+“, o gnybtas ,,–“ – su ,,žeme“, ir kartu per atitinkamus C(4; 5) – su atitinkamais gnybtais Uiš (2; 3). 

12. Generatorius su DFPĮ pagal punktus 1, 4 ir 5, ir su ,,normaliai uždarytų“ n– kanalų MOP (MDP) VT(1; 2) dariniais, turinčiais atitinkamus kontaktus-išvadus: E (1.1), B(1; 2) (2.1; 2.2), G(1; 2) (8,1; 8.2) ir D(1; 2) (5,1; 6.1),  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad DT kontaktas-išvadas E per R1 yra sujungtas su ,,žeme“ ir kartu per C(1; 2), bei kitame variante ir per atitinkamus pirmąjį ir antrąjį induktorius L(1; 2) – su atitinkamais kontaktais-išvadais G(1; 2), kurie per atitinkamus 
R(4; 5) – su ,,žeme“, ir kartu per atitinkamus R(6; 7) – su įtampos Ɛ1 šaltinio gnybtu ,,+“, o gnybtas ,,–“ – su ,,žeme“, DT kontaktai-išvadai B(1; 2) per R2 yra sujungti su ,,žeme“ ir kartu per R3 – su įtampos Ɛ1 šaltinio gnybtu ,,+“, ir kartu per C5 – su moduliacijos įėjimo gnybtu Uin M, VT(1; 2) atitinkami kontaktai-išvadai D(1; 2) per atitinkamus Ra (1; 2) yra sujungti su įtampos Ɛ1 šaltinio gnybtu ,,+“ ir kartu per atitinkamus C(3; 4) – su atitinkamais gnybtais Uiš (1; 2). 

13. Generatorius su DFPĮ pagal punktus 1, 4 ir 5, ir su ,,normaliai atidarytų“ n– kanalų MOP (MDP) VT(1; 2) dariniais, turinčiais atitinkamus kontaktus-išvadus: E (1.1), B(1; 2) (2.1; 2.2), G(1; 2) (8,1; 8.2) ir D(1; 2) (5,1; 6.1), b e s i s k i r i a n t i s tuo, kad DT kontaktas-išvadas E per R1 yra sujungtas su ,,žeme“ ir kartu per C(1; 2), bei kitame variante ir per atitinkamus induktorius L(1; 2) – su atitinkamais kontaktais-išvadais G(1; 2), kurie per atitinkamus R(4; 5) – su ,,žeme“, ir kartu per atitinkamus R(6; 7) – su įtampos Ɛ2 šaltinio gnybtu ,,–“, o gnybtas ,,+“ – su ,,žeme“, DT kontaktai-išvadai B(1; 2) per R2 yra sujungti su ,,žeme“ ir kartu per R3 – su įtampos Ɛ1 šaltinio gnybtu ,,+“, o gnybtas ,,–“ – su ,,žeme“, ir kartu per C5 – su moduliacijos įėjimo gnybtu Uin M, VT(1; 2) atitinkami kontaktai-išvadai D(1; 2) per atitinkamus Ra (1; 2) yra sujungti su įtampos Ɛ1 šaltinio gnybtu ,,+“ ir kartu per atitinkamus C(3; 4) – su atitinkamais gnybtais Uiš (1; 2). 

